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Tehnoloski podaci za 250 nm rezoluciju: A = 0,12 um; Vpp=2,5 V; Cox, =6 fF/pmz; Coaire= 1,7 fF/umz;
Cpaitr= 2 fF/um’; Cpyy = 35 aF/um’; Cpp = 15 aF/um’; Rogiss= 5 Q/0; Rygore= 4 Q/0; Ry = 4 Q/1;
Ronio=Ruo=70 mQ/c; | Vr [=0,5 V; Ky = 125 pA/VZ Ky = 25 DAV, Capotyosus= 101 aF/um’

1. U 250nm CMOS tehnoloskom postupku sa n-jamama potrebno je projektovati jednostepeno kolo
koje implementira funkciju AB + CDE + F(A+ B).

a) [8] Nacrtajte elektri¢nu Semu komplementarnog CMOS kola, odgovarajuce grafove za to kolo
1 nadite zajednicku Ojlerovu putanju.

b) [9] Nacrtajte stik dijagram, odredite veli€ine tranzistora i procenite povrsinu lejauta tog kola.

c¢) [8] Nacrtajte elektri¢nu Semu PE logickog kola, predlozite veliine tranzistora i uporedite sa
realizacijom iz tacke b) u pogledu povrSine, brzine 1 disipacije (svaku tvrdnju obrazloziti).

2. [30] Odrediti veliCine tranzistora na kriti¢noj putanji prikazanoj na slici 1, tako da kasnjenje bude

minimalno. Dimenzije poslednjeg invertora su W, =84, W, =164, a pobuduje ga pretposlednji
invertor preko 1 cm dugacke i 0.5 um Siroke linije polisilicijuma. Sve ostale veze se mogu tretirati

kao kratke.

Slika 1.

3. a) [5] Sta je A i kako se definie u CMOS tehnologiji? Zbog &ega se razlikuju vrednosti A za
250nm CMOS procese razli¢itih proizvodaca?

b) [10] Objasniti zbog ¢ega dolazi do pojave leapa u IK i kako ga spreciti?

¢) [5] Navesti kako se priblizno menjaju osnovne osobine kola realizovanih u novoj tehnoloskoj
generaciji u odnosu na prethodnu.

4. a) [12] Za kola prikazana na slikama 2.a i b. odrediti logicke funkcije, navesti kojim logickim
familijama pripadaju i u ¢emu je osnovna razlika izmedu tih familija.

b) [13] Koja realizacija flipflopa je prikazana na sl. 2.c? Detaljno objasniti prednosti ove realizacije.
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Slika 2.

Ispit traje tri sata.



